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CORCiVOSINDD YERIN®D YETIRILMIS LAYiHO UZRO NOSRLOR VO 9SAS ELMi NOTICOLOR

Kosmik tadgigat islarinds, harbi texnikada, optik rabita sistemlarinda informasiyalarin gabulu va
otlrilmasi zamani istifada olunan cihazlara qoyulan talablarin artmasi - xarici tasirlara gargi davamli, cald
isloyan va igtisadi cahatdan alverisli olan materiallarin alinmasi va onlar asasinda optoelektron
sistemlarinin yaradilmasini qarsiya qoyur. Nazara alsaq ki, hazirda praktikada genis istifada olunan silisium
monokristalinin fardi (o cimladan GaAs, GaP, CdSe, CdS va s.) xlsusiyyatlari (0,3-0,5 mkm oblastinda
fotohassasliginin asagi , atalatli va yuksak siialanma dozalarinda keciriciliyin konversiyasi bas verdiyindan)
ekstremal soraitlorde  qarsiya qoyulan sortlari 6damir. Homin sortlari 6dayan vyeni yarimkecirici
materiallarin alinda texnologiyasinin va onlar asasinda padiasiya texnologiya Usulu asasinda “kvant
cuxurlarinin” yaradilmasi, hamgcinin fiziki xassalarinin tadgiq edilmasi aktual olaraq qgalir.

Praktiki shamiyyati: kosmik tadqiqat islarinds, harbi texnikada va optik rabits sistemlarinda
informasiyalarin gabulu va 6tliriilmasi zamani istifada oluna bilar.

1. 4'H ionlari ila implantasiya edilmis GaS va GaSe layl yarimkegiricilarinda sathyani sahada satha va
darinliya gora komponent elementlarinin paylanma ganunauygunlugu R3S va KRS usullari ila
tadqiq edilmisdir. Miayyan edilmisdir ki, enerjisi 140 keV protonlarla 10" va 5 10" at./sm’

dozalarda stalandirma zamani GaS va GaSe laylh kristallarinda komponent elementlarinin

paylanmasinda stixiometrik dayisiklar miisahida edilmir.

2. implantasiya edilmis GaS ve GaSe layli kristallarinin fotoelektrik ve optik xassalarinin tadqiqi
naticasinda miayyan edilmisdir ki, spektrin gisadalga oblastinda fotohassaslhigin artmasi, sathyani
oblasda defektlarin konsentrasiyasinin azalmasi naticasinda bas verir va implantasiya edilmis
ionlarin konsentrasiyasindan asilidir.

3. Protonlarla implantasiya edilmis layl yarimkeciricilarin optik va fotoelektrik xassalarinin tadqiqi
sayasinda miayyan edilmisdir ki, radiasiya texnoloji islanma bu materiallar asasinda spektrin
ultrabanodvsayi va gorinan oblastlarinda vyiiksak fotohassasliga malik diod strukturlarinin
yaradilmasina imkan verir.

4. *H ionlariila implantasiya naticasinda Ga$S va GaSe layli monokristallarda yaradilmis kvant kvant
cuxurlarin effektivliyinin ionlarin konsentrasiyasindan va termik demlama temperaturundan asili
olaraq idara etmak mimkandur.

5. H" va He" ionlarl ils implantasiya edilmis layli vo zangirvari kristallarin (GaS; GaS(Yb, Nd);
GaSe;TlGaSe;; TlInS, (Fe, C)) optik ,fotoelektrik va dielektrik xassalari ionun va asqar atomunun
tabiatindan asili olmayib, yalniz struktur defektlarin konsentrasiyasindan, termik damlama
temperaturundan va slialanma dozasindan asilidir. Miiayyan edilmisdir ki, stGalanma dozalarinin
kicik giymatlarinda ilkin defektlarin gisman kompensasiyasi, yiksak dozalarda isa lokal nizamsiz
amorf oblastlar yaranir, stalandirilmis kristallarin  termik damlanmasi zamani iss defektlarin
annigilyasiyasi naticasindes misahida olunan stabil defektlar kristallarin xassalarini magsadyonlii
idara etmaya imkan verir.
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